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32 30 727 
I ^ 

vom Zentrum des Hohlzylinders sowohl zum Deckel als 
Patentanspruche auch Boden des Reaktionsraumes cingehalten. Die Aus- 

VeHahren zu. Hers.eUen von E-n^Jul^n (^) ^^^^^^^^^^ 
der 6 H-Modifikation von SU.z.umkarbid S.C durch (1"^^ [sUerner bekannt, daQ man Einkristalle von Silizi- 

Sublimation und te.lweise Zersetzung von techno 5 ^^^JiJ^J^X Gasphase auf einem Keimkristall aus 
schen SiC-Krisiallen Aufwachsen auf e men "J^fJ^'J^^^^^^^ .i^er Temperatur von 1800 bis 
Keim (10) in einem ReakuonsgcfaB unter Schutz- fV^^J'^'^Xa^^^^^ lassen kann. Die Wachstumsrate 
gas. didJrch gekennzeichnet, daB der Tempera- 2600 C jufw*^^^^^^^ ^ie Temperatur. den axialen Tem- 
furgradient in der AufwachsrK:htung .m Reakt.ons- ^'^^ den Druck des Schutzgases. E.n- 

geflfl hochstens 25-acm beirigt und daB der ,o ^^^^^fl^^^^^^^^ ^ei einer Temperatur von 1800° C 
Keim (10) auf einer Temperatur von 2100 bis '^"^ ^^"^ von 10"' bis 10-«mbar mil emcm 
230O'C gehalten wird und dafl der Druck des ^^^^^l^^^f^^.^Z von etwa 30'C/min. Schwierig 
Schutzgases so eingestellt wiri daB ^r wen.gstens Jj^J^lm ^rfaSreS das Herstellen von Einkri- 
so groB ist wie die Summe der GasdrUcke der st be. d^J'"^^^^^^^,^^^ Modifikation des Kristalls. 

KomponentenderAbscheidung. i5 "^''^igij^^ise der 6 H-Modifikation (Inorganic M 

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- ^5«P^"='JJ'(^^^^^ Seiten 830 bis 833). 

zeichnet. daB der Temperaturgrad.ent hochstens als^M. ^*J.»^Yun^^^^^ ^^fg^be zugrunde. Einkri- 

20°C/cmbctragu , , u u ct,iu H.t 6 H- Modifikation von Siliziumkarbid in aus- 

3. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn- «^»« der ^ « ^^'''^J Verunreinigung 
zeichnet, daB die Temperatur des Ke.ms (10) etwa 20 ^^'^^^J^^^^^^^^^^ "s^^stTat f5r Lelchtdioden verwen- 
2200°Cbetragt. .. u 1 k;. 1 det werden kSnnen. Sie beruht auf der Erkenntnis. daB 

4. Verfahren nach einem der Anspruchc 1 bis 3 de Verfahren zum Herstellen solcher 
dadurch gekennzeichnet. daB der Druck des ^e. d^rn bekannt^ einkristallinen Keims der 
Schutzgases in einem Bereich von 1 b.s 5 mbar ge- ^'^^^p'^fX^adient zu hoch und der Druck des Schutz- 

f Ve7aJren nach einem der Anspruche 1 bis 4^ ^^^'^ J", eln'Samm bekannt, bei dem der 
dadurch gekennzeichnet, daB der Ke,m (10) gekuhit ^j^^;y^;'i3;^;dSJpfdnfck uber dem SiC-System in 

r verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 5. Jbhlngigkeit von de^ 

dadurS gekennzeichnet, daB die Warmcabfuhm^^^ 30 J;^-- ^^^^^^^^^ Pheno- 

vom Deckel(l4)des Reaktionsraumes (2) bchmdert dr^ckes ^ Jj^„ ,64 bis 166 aus Ph.Ups 

^'''■d. ^ , • u , Kic <; Research Reoorts 18, 161 bis 274. Juni 1963). 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 b.s 5 '^'^ijj;^^ ^^^^ 

dadurch gekennzeichnet. daB der Deckel (14) des .^'''JZTZ^^^xcVT^^rA^r, Merkmalen des Anspru- 

Reaktionfraumes (2) zusitzlich behe.zt wtrd. 35 '^^^^^^7^^,^*^"^;'^^^^^^^ insbesonde- 

B"-eibung 'l^^^^^:^:'^^^ in^-n|^n^- 

D.e Erfindung bez.eht sich auf ein Verfahren^zu^ J-^^^e^t^^^^^^^^^ 

Herstellen von Einkristallen aus S'l'^'un^^arbid S.C ns_ 40 !!!"^ .'"J^^^^;™ in einem Bereich von etwa I b.s 

besondere der 6 H-Modifikation d.eser »<-nsta^le. durch ^ruck des^huug ^^^^ ^.^ ^ ^^^^ ^^^^j^ 

Sublimation und teilweise Zersetzung von techmschen ^^''a'-;^;°J^^; Einkristallc mil mehreren Zentimetem 

SiC-lCristallen und Aufwachsen auf e.nem Ke.m .n e,- Dabe. wacns^ ^^.^ 

nemReaktionsgefaB unter Schutzgas. ^. !„ einer besonders vorteilhaften Anordnung zur 

Fur die Herstellung von ^ 5"i^cht-LEDs (hg^^^^^ « Du?chfQhrung d^s Verfahrens nach der Erfindung wer- 

t.ng-diodes) aus SiH-umkarb.d S.C m ^o^^^^^^ Jen d e g^^' ^'"'8^" Abscheidungskomponenten der 

zahlen sowie fur andere Anwendungen des Siliziumlcar Tl" weidu^^ im wesendichen gegen den Tempe- 

bids. bei dem sein hoher Bandabstand sem hoher Absche,*^ng^^^^^ 

Schmelzpunkt und die hohe W^^ele.tfah.gkeu ausge. J^^^rS'""" JJ^^ dadurch. daB be.der- 

nutztwerden,sindm6glichstgroBe Substratkr,stal e m^^^ so ""J^f *'bX^^^ auBerhalb des Reaktions- 

definierten Eigenschaften erforderl.ch. f'^^he Substrate ^'^^J^J'b^'^ Graphit angeordnet wird und 

konnen aus Kristallplattchen hera"spripanert we den^ ""'"/^VSmati^rvorgeseh^ technischc Silizium- 

die aus den beim sogenannten Acheson-^oxeB zufaU.g Jj^^J^J^"^'^^^^^^ Abscheidungszonc nebcn dem Re- 
ire^Sen "^^^^^ SSSk^^S^ « ^ajSsLm hinter der por.sen Trennwand angeordnet 

als ungeeignet. da bei der Epitaxic Bere.che mil anders- wird. ^^^^^^^^^ben Temperaturgradienien erhalt 

farbigen LeuchterscheinuBgen aufueten kOnnen. einfacher Weise dadurch, daB fUr den Keim eine 

Bekanntlich kOnnen Einkr.stalle S.lmumkaxb.d ^^^^iche S "^^^ far den Deckel des Reaktions- 

nach dem sogenannten Lely-Verfahren durch Subhma- J^f^^^f JJ^^^^^jJijehe Warmedimmung vorgesehen 

tion einer teilweise in K-ohlenstoff und "I'^'^'^'^^f/.h" Lu sfne besonders vorteilhafte weitere Ausgestaltung 

cherten Dampf dissoziierten Verbmdung und Aufwa^^^^^^ .st. E.ne ^esonde ^^^^ ^^^^^^ 

sen in einem Reaktionsraum hergeste It '^rden. Be. d^ der Ano % ^.^^ zusatzliche Heizung vorgese- 

sem Verfahren wird techn.sches S.liz.umkarb.d zersetzt °°^^}'^'° °" 

und die Einkristaile aus a-S.C konnen be. hoh^rTempe- j^^^ Erliuterung der Erfindung wird auf d.e 

ratur von etwa 2500° C und verhaltn.smiB.g hohcm 65 _ genommen, in der ein Ausfuhrungs- 
Druck an der Innenwand cines .m Reaktionsraum ange- '^J? Anordnung zur DurchfQhrung des Verfah- 

ordneten Hohlzylinders aus Klumpen von techn.schem ^e^P^^l e'ner Ano^ veranschaulicht .si. 

SiC aufwachsen. Dabei wird ein Temperaturgrad.ent rens nacn oer en. b 
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scheidungsbere en u 5 • g mit cinem In- 

a'VcTmesse D vS^^ -'^^ " mm und 

nendurchmesser ty von ""r ^ 100 mm verse- 

cmer Unge L von ^'^P'^^^^ 

cfic M<ir4^^^^^ sowie Kristalle dcr kub.- 

^^^D^'R^rs^^^^^^^^^ Heizcinrichtungist 
Das ^^c^*^""?^*^ 7.^hH„.|.26 das vorzugsweisc aus 

^^^^^^^^^ . 

..-r-n AusfOhrungsform der Anlage kann 
In emer weitcrcn ^n^, » vorgeschen 

fiir den ICeim tO erne Sirmacr 36 beste- 

scin. die beispielsweise aus einetn KQhirmgcr JO oe 



J ,m <;orkel 12 endei und durch das Vaku- 
hen kann, der am SocKei 

umgefa328hmdurchgefuhrt <st ,7 

Ferner kann ^b^^^^Jj^^^^J*^ vorgesehen 
zugswe.se erne besondere^warm 

sein, mil welcher **"_^*[^'\sbereich 6 beeinnuBt 
dungsbereich \-^^J-t:SZ^il^..nislorr. der 

X%\"Tdl«:^^^^^^^ 

jSLtsSp^^^^^^^^ 
20 indukuv gekoppelt semkann. 
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